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{54)  VERFAHREN ZUM ABLOESEN EINZELNER HALBLEITERCHIPS VON HALBLEITERTRAEGERN

(57} Um defekte, beschadlgte oder fehlposnt:omerte bei der\:’erarbeltung auf Ha!b!eltertrager
gekiebte oder'geldtete Halbleiterchips fiir die unmittelbare:Umgebung gefahrios entfernen zu
kénnen, soll die Bindung zwischen Halbleiterchip und Halbieitertrdger mittels Warme ohne jede
Schadigung des Tragersubstrates; der Leiterbahnen und/oder benachbarter Halbleiterchips
aufgehoben werden. Dazu wird die Verbindung zwischen Halbleiterchip und Tragersubstrat bzw.
Leiterbahnen desselben mit einem von der ChipgroRe und der Art der Verbindung Chip/
Tragersubstrat abhéngigen Stromimpuls beaufschlagt und der abzuidsende Chip abgehoben,

vorzugsweise abgesaugt: Figur
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Anwendungsgebiet der Erfindung

Bei der Verarbeitung von Halbleiterchips missen einige auf Trigerstreifen, Leiterplatten, flexible
Leiterplatten, Keramiksubstrate, Glassubstrate usw, geklebte oder geldtete Halbleiterchips wieder
entfernt werden, weil sie defekt oder beschidigt sind bzw. wahrend des Montageprozesses
fehlpositioniert werden,

Charakteristik der bekannten technischen Ldsungen

Es ist {iblich, defekte, beschéadigte oder fehipositionierte Halbleiterchips mechanisch oder unter
Wiarmezufilhrung vom Trégersubstrat abzuldsen. Nachteilig an sinem derartigen Abldsen defekter,
beschddigter oder fehlpositionierter Halbleiterchins ist, dafl angrenzende Chips und Leiterbahnen
bzw. das Tragersubstrat oft beschadigt oder zerstOrt werden.

Ziel der Erfindung

Fir die unmittelbare Umgebung gefahrioses Entfernen defekter, beschadigter oder fehlpositioniarter
Halbleiterchips vom Tragersubstrat.

Darlegung des Wesens der Erfindung

— Die technische Aufgabe, die durch die Erfindung geldst  wird.

Um defekte, beschiadigte oder fehipositionierte Halbleiterchips fir die upmitietbare Umgsbung
gefahrlos entfernen zu kdnnen, soll die Bindung zwischen Haibleiterchips und Tragersubstrat
mittels Warme ohne jede Schidigung des Trégersubstrates, der Leiterbahnen und/oder
benachbarter Halbleiterchips derart aufgehoben werden, daf der Halbleiterchip ohne Kraft-
aufwand entfernt werden kann.

— Merkmale der Erfindung

Die Verbindung zwischen Halbleiterchip und Tragersubstrat bzw. Leiterbahnen desszlben wird
mit einem von der ChipgroRa und der Art der Verbindung Halbleiterchip/Trégersubstrat ab-

. hangigen Stromimpuls beaufschiagt und der abzuldsende Chip abgehaben, vorzugsweise
abgesaugt.

Ausfiihrungsbeispiel

Die zur Erfduterung herangezogene Zeichnung zeigt eine mogliche Zufiihrung des Stromimpulses.
Der mittels ausgehartetern Leitkleber 4 mit der Leiterbahn 6 des Trigersubstrates 5 bzw. des
Basismaterials verbundene Haloleiterchip 3 soll entfernt werden. Dazu wird iber zwei

Elektroden 1, die mit -der Chipmetallisierung 2 und mit der Leiterbahn 6 verbunden werden, sin
von der Chipgrofle und der Art der Verbindung Chip/Trégersubstrat ozw, Leiterbahnen desselben
abhangiger Stromimpuls, bei einer ChipgrofBe von 0,3 mm x 0,3 mm bis 0,5 mm x 0,5 mm, z.B.
0,5 s mit einer Stromstérke von | = 280 mA, zugefiihrt. Durch die Ausidsung des Stromimpuilses
wird der Kontakt zwischen Halbleiterchip 3 und Leiterbzhn 6 ohne Schiadigung der unmittel-
baren Umgebung des Halbleiterchips 3 derart beeintrichtigt, daf ein Abheben, vorteilhaft ein
Absaugen des Halbleiterchips 3, mdglich ist.



Erfindungsanspruch:

Verfahren zum Ablosen einzelner Halbleiterchips von Halbleitertragern mittels Warme
gekennzeichnet dadurch, '

daf die Verbindung zwischen Halbleiterchip (3) und Tragersubstrat (5) bzw. Leiterbahnen (6)
desselben mit einem von der ChipgréRe und der Art der Verbindung Halbleiterchip/Trigermaterial
abhéngigen Stromimpuls beaufschlagt und der abzuldsende Halbleiterchip (3) abgehoben,
vorzugsweise abgesaugt wird.
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